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次世代ディスプレイの光源として期待されるmicro-LEDは、素子サイズが数 µmから数十 µmと非常に小さく、

ARや VR用のディスプレイ、高精細なテレビやスマートフォンへの応用が期待されている。光の三原色である赤色、

緑色、青色(RGB)の LED はすでに商品化されており、高効率デバイスが達成されている。しかしながら、

AlInGaP系赤色 LEDの発光効率はチップサイズが小さくなることで著しく低下することが知られている[1]。そこで、

我々は独自の MOVPE 成長技術による窒化物半導体赤色発光デバイスの開発を行ってきた[2,3]。窒化物半

導体であっても、エピタキシャル層のエッチングダメージによる発光効率の低下が知られており、適切な表面処理

やパッシベーション膜の形成によって効率の改善が報告されている[4]。本研究では、従来問題とされるエッチング

ダメージに影響を無くすため、ピクセル化技術を用いた RGBの InGaN系micro-LEDを試作したので報告する。

我々はピクセル化の手法として、選択的な p-GaN 層の不活性化に着目した[5]。図１に示すように、事前に

ITO電極をパターンニングを行い、にH2プラズマによる p-GaN層のパッシベーションを施した。その後、前面に ITO

電極を形成した。図 2 に 5µm 角サイズの RGB の

micro-LEDアレイの発光の様子を示す。115 A/cm2の

電流密度下において、赤色 micro-LED アレイの発光

特性は発光ピーク波長が 632 nm、オンウエハ測定で

の光出力が 936 mW/cm2 であった。従来報告されて

いる値と比べて大幅な向上が確認できた。さらなる詳

細は当日報告する予定である。 
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Fig. 1. Schematics of fabrication for pixelated 

InGaN-based micro-LEDs by selective 

passivation of p-GaN. 

 
Fig. 2. EL emission images of pixelated RGB 

monochromatic micro-LED arrays. 
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